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(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of doped organic semi-conductor materials with increased chaise 
carrier mobility and effective charge carrier mobility by doping with a doping agent. The doping agent is produced, essentially, by 
electrocrystallisation in a first step and is selected from a group of organic compounds having a reduced oxidation potential. An 
organic semi-conductor material is doped with the doping agent in a second step. The invention also relates to doped organic semi- 
conductor materials with increased charge carrier mobility and eflfective charge carrier mobility which are produced according to 
the above-mentioned method. The invention further relates to an organic diode comprising doped organic semi-conductor materials 
which are produced according to the above-mentioned method. 
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Veroffentlicht: 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriflft ein Verfahren zur Herstellung von dotierten organischen Halbleitermaterialien mit 
erhohter Ladungstragerdichte und effektiver Ladungstragerbeweglichkeit durch Dotierung mit einem Dotanden, wobei der Dotand 
im wesentlichen durch Elektrokxistallisation in einem ersten Schritt hergestellt wird, der Dotand ausgewahlt ist aus einer Gruppe or- 
ganischer Verbindungen mit einem geringen Oxidationspotential, und wobei ein organisches Halbleitermaterial mit dem Dotanden in 
einem zweiten Schritt dotiert wird. Femer betrifft die Erfindung dotierte organische Halbleitermaterialien mit erhohter Ladungstra- 
gerdichte und effektiver Ladungstragerbeweglichkeit, hergestellt durch das vorbezeichnete Verfahren. Femer betrifiR: die Erfindung 
cine organische Diode, umfassend dotierte organische Halbleitermaterialien, welche nach dem vorbezeichneten Verfahren hergestellt 
wurden. 



